SD 335...SD 340 -
SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung fiir
allgemeine NF-Anwendungen. Als komplementére
Transistorpaare sind sie fir NF-Leistungsendstufen
und fur Treiberstufen in NF-Verstdrkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.
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Bauform 6 E

Wéarmewiderstand Ruije = 110K/W
Rice < 10K/W

Grenzwerte: (gtltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SD 335/336 337/338 339/340

Uceo 45 60 80 Vv
Uceo - 45 60 80 Vv
Ukeeo| 5 V
Ic| 1,5 A
Icm| 2 A
Ig 0,2 A
Piot (Oc < 25°C) 12,5 w
Pm (ﬁu 5 40°C) 1 \"Y
Jj 150 oC
3a -55...4125 | o




' 'Sfﬂﬁédie-Kennwe'ne (3,,- = 95 9C _ 5K) ; .
* o - SD 335/337/339 ' SD 336/338/340

| min typ max min typ max_
|Uericsol| (lic| = 1 mA) |
SD 335/336 45 V
SD 337/338 60 60 v
SD 339/340 80 80 V
Ueryceo| (JIc| = 50 mA)
SD 335/336 45 45 Vv
SD 337/338 60 60 A
SD 339/340 80 ' 80 Vv
Uereso| (|le|l=1 uA) 5 5 vV |
Icso| (|Ucs| = 30 V) <1 100 <10 100nA
leso| (|Ues| =5V) <5nA 10 uA < 5nA 10 uA
Uctsar|') (Jic| = 500 mA,
Is| = 50 mA 200 500 280 500 mV
~ |lc] =100 mA, Is] = 10 mA) 70 80 mV
|UBEsat|") (Jlc| = 500 mA,
lg| = 50 mA) 870 930 mV
Uge|") (|Uce| =2V,
ic| = 500 mA) 830 1000 835 1000 mV
hoie| ((Ucel =2V, |lic/| =5mA 25 80 25 80
Uce| =2V, Gruppe A 40 65 100 40 75 100
Ic| =150 mA)") GruppeB 63 110 160 63115 160

Gruppe C 100 150 250 100140 250

|h Uce| = 2V,
ety f,lcicf__,l. 500 mA)') 25 90 25 108

P.qurungsbedi ngung:
h21E1 (JUce| = 2V,

h21e2 [Ic| = 150 mA)") < 1.4
Dynamische Kennwerte: (8o = 25°C - 5K)
Ic| =50 mA, f=20MHz) 50 125 75 210 MHz

1) Messung erfolgt impulsmdaBig




